Sétima Lista-Aula - Disciplina : Eletronica I - PSI 3321

Exercicio 1 — Lacunas sdo injetadas de forma continuada dentro da regido tipo n de um cristal de silicio. O
perfil da concentragdo do excesso de lacunas, no estado estaciondrio, na regido tipo n é mostrada na figura
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abaixo. Se Np = 10'® cm™, nj = 1,5x10'° cm™ |, W=5um e D, = 12cm?*/s , determine a densidade de corrente

que fluird na direcao x.
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Respostas:  Jp =8,64x107% A/cm?

Exercicio 2 — A barra de silicio intrinseco na figura abaixo estd submetida a uma tensdo de 1Volt aplicada
entre seus extremos. Calcule as velocidades de deriva dos elétrons livres e das lacunas em cm/s € em km/h.
Dados tn =1350cm?/Vs e pp =480cm?/Vs.
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Respostas:  van = 1,35x10%cm/s e vap = 4,8x10° cm/s

Exercicio 3 — Calcule a tensdo interna de uma jungio cujas regides n e p sio dopadas igualmente com 10'°
atomos/cm?’. Considere ni = 10'° cm™. Sem tensdo externa aplicada, qual a largura da regido de deplecio da
juncao? Qual a largura da regido de deplecdo de cada lado da jun¢ao? Qual a quantidade de carga armazenada
em cada lado da jun¢io se sua se¢do transversal é 100 um?>?

Respostas: Vo=0,60V; Wdep=0,42um; xn=%xp=0,21um; Qn=Qp=33,6fC

Exercicio 4 — Com os dados do exercicio 3, determine a capacitancia da jun¢do pn sem tensdo externa aplicada.

Respostas: Cj=24,8fF



Exercicio 5 (desafio) — Um diodo de avalanche cuja tensdo de ruptura ¢ 10V, tem uma dissipacao de poténcia
de 0,25W. Que corrente continua de operagao elevara sua dissipacdo para a metade do valor maximo? Se a
ruptura ocorre por apenas 10ms a cada 20ms que corrente média serd permitida através do diodo?

Respostas: 1=12,5mA ; Imed=25mA

Exercicio 6 — Dada uma jungao pn com Cjo = 0,5pF, Vo = 0,8V e m = 1/3, encontre o valor de sua capacitincia
para tensdes reversas aplicadas de 1V e de 10V.

Respostas: Cijiv =0,38pF Ciiov = 0,21pF



